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que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INViNCION

formulada el 27 de junio de 1.966, con el ndm, 328,416
en
ESPARNA
por VEINTE afios
a nombre de RADIO CORPORATION DF AMERICA, entidad norteameri-
cana, sstablecida en 30 Rockefeller Plaza, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América, por:

"UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR"

e stmaen s ——rm e e o e m s oo

Esta invencifn se refiere en general a transistores y
en particular, a un nuevo transistor del tipo de difusién.

El nuevo transistor del tipo de difusién de la presente in-
vencién es especialmente (til para aplicaciones a potencia y
frecuencia rslativamente altas.

Se ha propuesto hacer un transistor (1) recubriendo placas
metSlicas alternadas de una pila con metales donador y aceptor,
respectivaments, (2) aislando las placas recubiertas entre ei y
(3) formando uniones alsadas entre los sxtremos de las placas y

una capa de material semiconductor de un tipo de conductividad,
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opuesto. Tales transistores de la técnica anterior son del
tipotipo de aleacifn y no presentan las caracterfsticas de tra-
bajo a alta frecuencia y a alta potencia de que son capeces
los transistores del tipo de difusifin. Asimismo, tales transis-
tores de la técnica anterior no se prestan por sf mismus a
métodos de las placas metdlicas tienz que guardar une estre-
cha relacién con el coeficiente de dilatacién del material
semiconductor con el cual se alena.para impedir que se ave-
rien los transistores durante aplicaciones a alta potencia,

Un factor limitador de la m&xima frecuencia de Tunciona-
miento obtenible por los transistores de difusién de la téc-
nica anterior es el valor de su resistencia de dispersién de
base, viniendo esta dltima determinada, en parte, por la dis-
tancia entre los contactos de emisor y de base. Como esta
distancia se obtiene usualmente por técnicas fotolitogréfi-
cas, la distnicia mfnima vale todavfa varias micras de longi-
tud, incluso en los mejores transistores de difusién de la
técnica anterior.

Lo que se describe en esta memoria es un dispositivo se-
miconductor caracterizado por comprender: 8n cuerpo de mate-
rial semiconductor que incluye dos capas de tipos de conduc~
tividad mutuamente opuestos, siendo una superficie de una de
dichas capas sustancialmente plana y constituyendo una cara
mayor o principal de dicho cuerpo, estando una regién de tipo
de conductividad apuesto al de dicha primera capa dispuesta
en dicha guperficie y ocupando solamente una parte limitada de
la misma, unos primeros medios de lectrodos que comprenden
una primera tira de material semiconductor muy conductivo del
mismo tipo de conductividad que el de dicha regién unida por
fusién a dicha regiéin y que se extiende transversalmente a di-

cha superficie y unos segundos medios de electrodo que com=-

prenden otra tira de material semiconductor muy conductivo del tipe

.2
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de conductividad opueata al de dicha regién estratifi€ada res-
pecto a dicha primera tire con un material aislante y unida por
fusidn a dicha supexficie fuera de dicha regidn.

L1 nuevo tipo de transistor puede fabricarse oprimiendo
entre si las obleas de modo que se disponga la capa de tipu P,
que comprende una superficie mayor de una oblea, contra las re-
giones alternadas de tipo P4 y de tipo N =' que comprerden
una superficie mayor de la otra oblea. Tal prensado se lleva a
cabo durante un tiempo a una temperatura y presidn apropiadas
para unir las obleas entre s{ y para difundir &tomos de donado-
res y de aceptadores desde las tiras de tipo N4 y de tizec P4, res-
pectivamente, en la capa de tipo P hasta una profundidad de al
menos una longitud de difusifn. ALL{ se forman uniones de difusién
entre las tiras de tipo P4 y las tiras de tipo Ni' por upa parte
y la capa de tipo P por otra parte; y la tira de tipo N 1, la
tira de tipo P + y la capa de tipo N pasan a ser los contactos
de emisor de base y de colector, respectivamente, del transistor
da difusién.

Aunque la presente invencifn se describird con referencia
a un método mejorado de hacer un nuevo transistor NPN del tipo
difundido cae también dentro del elcance de la invencidn hacer
un nuevo transistor PNP del tipo de difusién. Para hacer el nue=-
vo transistor PNP del tipo de difusién, se sustituye simplemente
la oblea de capas ds tipo N% , tipo N y tipo P del procedimien-
to anteriormente mencionade por una oblea que comprende capas
de tipo P4, tipo P y tipo N de material semiconductor.

La figura 1 es una vista en perspectiva de una hoja o lémi-

na de material semiconductor utilizada en la fabricacién del transis-

tor mejorado del tipo de difusién.
La figura 2 es una vistﬁ en perspectiva de la hoja de mate~
rial semiconductor después de que han sido oxidadas sus super-

ficies mayores opuestas,
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La figura 3 es una vista en alzado de frente de una pila
de hojas oxidadas de material semiconductor bajo presifn en
una de las operaciones del presen método de fabricar transisto-
res del tipo de difusién,

La figura 4 es una vista en perspectiva fragmentaria de
una oblea compuesta utilizada en el presente método de hacer
transistores de difusién.

La figura 5 es una vista en alzado de frente de otra oblea
de material semiconductor utilizada en el presente método de
hacer transistores de difusidn,

La figura 6 es una vista en perspectiva fragmentaria de
la oblea compuesta ilustrada en la figura 4 unida por fusién
a la oblea ilustrada en la figura 5 durante una de las ope~
raciones del presente método de hacer transistores de difu-
sién.

La figura 7 es una vista en perspectiva fragmentaria que
muestra depresiones formadas en las obleas unidas por fu-
sifn antes de una operacifn de vitrificacifn de acuerdo con
el presente método.

La figura TA es una vista similar a la de la figura 7,
pero mostraddo una oblea de vidric (en lfneas de trazos) dis~
puesta sobre las obleas unidas por fusién de material semi-
conductor antes del reblandecimiento del vidrio y de introdu~
cirlo a la fuerza en las depresiones.

La figura B es una vista en perspectiva fragmentaria de una
pluralidad de transistores del tipo de difusién despufs de la
operacifn de vitrificacién de acuerdo con el presente métoda.

La figura 9 es una vista en planta fragmentaria de una
realizacién del transistor mejorado de difusién, que muestra
la aplicacién dl mismo de evacuadores de calor de emisor y de
base,

La figura 10 es una vista en seccién transversal fragmen=-

- A -
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taria tomada a lo largo de la lfnea 10-10 de la figura 9 . Y

La fig.ra 11 es una vista en seccién transversal frag-
mentaria tomada a lg large de la lfnea ll-ll de la figura 9.

Haciendo ahora referencia en particular a la figdra
1 de los dibujos, estéd representada en ella una hoja 10 de ma-
terial semiconductor, tal como silicio, germanic o arseniuro de
galio. La hogja 10 es preferiblemente de forma rectangular y
estd formada de un solo cristal de un material semiconductor
muy activado, tal como silicio de tipo PL o de tipo N i, ger-
manio o arseniuro de galio, por ejemplo. La hoja 10 puecdes te-
ner aproximadamente 25,4 milfmetros de lado y un espessr entre
0,125 y U,625 milimetros.

Se deposita o se forma por adherencia un material eléc-
tricamente aislante y fi{sicamente adherente sobre las dos su
perficies mayores de la hoja 10 por cualquier método adecua-
do conocido en la técnica. Por ejemplo, la hoja 10 de silicio
puede ser oxidade calent&ndola en vapor de agua, que conten-
gé aire y/u ofigena puro, a una temperatura entre 1.,2008C y
1.2502C hasta que las superficies mayores de la hoja 10 es-
t8n cubiertas con unas cpas de §xido superior e inferior 12 y 14
de un espesor deseado, tal como se muestra en la figura 2. La
hoja 1V revestida de éxido de la figura 2 est§ representada con
sus bordes periféricos rscortados de modo gque le hoja de sili-
cio 1V puede vsrse claramente entre las cppas de Gxido 12 y
14,

Se superpone una pluralidad de hojas oxidadas 10 para for-
mar una pila 16, en la que la capa de 8xido superior 12 de una
hoja 10 est8 junto a la capa de éxido inferior 14 de la hoja
superior siguiente adyacente 1lU. El nimero de hojas oxidadas en

cualquier pila 16 dependerd del tamaffio de la oblea compuesta

definitivamente deseada. En la pila ilustrada en la figura 3, estén

superpuestas diez hojas 10 para formar la pila 16. Para produ-

-S-
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cir un transistor de difusién, las hojas 10 de la pila 16
pueden estar constitufdas por un material semiconductor de
tipo P & y un material semiconductor de tipo N & interca-
lados alternativamente, como se indica en la figura 3, Cl
silicio semiconductor de tipo N & y de tipo PL tiene una
resistividad de aproximadamente U,001 ohm-centfmetros.
Para formar una oblea compuesta 22, ilustrada en la fi-
gura 4, se pone la pila 16 entre unos bloques paralelas 18
y 2" de grafito para impedir que se arafie por rascado la ca-
pa de 8xido inferior 14 y la cpa de 6xido superior 12 de las
hojas més baja y m&s alta 10, respectivamente. Después se po-
ne todo el conjunto en una prensa (no moutrada), en la cual
se comprime la pila 16 con ayuda de fuerzas en la direccién
normal a las superficies mayores de las hojas 1Y, como se indi-
ca por medio de las flechas 21 y 23 en la figura 3. Vependien-
do del 6xido y del material de las hojas 1Y, la presién apli-
cada entre los blogues 18 y 20 puede ser aproximadamente 7 a

140 kg/cm2. Al tiempo que se aplica la presién, se calienta

la pila 16 en un horno de induccién (no mostrade) por ejemplo, a

una temperatura a la que se reblandecen las capas de &6xido
12 y 14, usualmente entre 12008C y 12502C para el silicio, por
ejemplo. Bajo estas condiciones de calor y presién, las capas
de &xido adyacentes 12 y 14 de hojas adyacentes 10 de la pila
16 se unen por fusifn, esto es, quedan unidas enire si en
aproximadamente tres minutos y la pila 16 pasa a ser una es-
tructura integral.

La pila 16 de hojas 1U unidas por fusién es ahora corta-
da, preferiblemunte cortando la pila 16 perpendicularpente a
las superficies mayores de las capas de &xido 12 y 14 para

formar la oblea compuesta 22 representada en la figura 4. La
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cblea 22 puede ser una rebanada inclufda entre los planos in-
dicados por las lfneas de trazos 25 y 27 ilustradas en la figu-
ra 3, teniendo dicha rsbanada unas nuevas superficies mayores
28 y 29 perpendiculares a laus anteriores. Asi, la oblea 22 es
un compueste o estratificado de tiras alternas de material
semiconductor de tipo P y de tipo N&, de seccidn transversal
rectangular, separadas unas de atras por difxido de silicie

26 unido por fusifn, un buen aislante eléctrico; y cada una

de las superficies mayores 28 y 29 comprende zonas alternas

de material semiconductor de tipo NL y de tipe Et,

Haciendo ashora referencia a la figura 5 de los dibujos,
estd representada en ella una oblea 3U de material sewicon-
ductor que se utiliza también en la fabricacién del transis=-
tor del tipo de difusifn de la presente invencién. La oblea
3U comprende una estratificado que incluye una capa de sustra-
to 32 de material semiconductor de tipo N& y una capa 34 de tipo

N de material semiconductor. La oblea 30 tiene superficies ma=-

"yores superior e infexiox 38 y 58. El material semiconductor

de la oblea 30 puede ser, por ejemplo, silicic, germanio o
arseniuro de galio, y las capas 34 y 36 pueden disponerse so-
bre la capa de sustrato 32 por medios adecuados cualesquie-
ra, tal como por formacién epitaxial de depésitos. lLas capag
32, 34 y 36 pueden producirse también por métodos de difusién
de impurezas bien conocidas en la tecnologfa de los semicon-
ductores. La capa 32 de tipo NL, la cpa 34 de tipo N y la ca-
pa 36 de tipo P pueden tener resistividades tfpicas del or-
den de aproximadamente 0,001 ohm-cm, 5 ohm=-cm y 1 ohm~cm,
respectivamente.

Se forma una pluralidad de transistores de difusién

uniendo la oblea compuesta 22 con la oblea 30, Esto se logra
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disponiendo la superficie mayor 29 de la oblea 22 contra la
superficie mayor 38 de la oblea 3U y aplicando presifn y ca-
lor entre las obleas durante un tiempo suficiente para unir-
las entre sf por fusién y para difundir &tomos de doradores
y de aceptadores desde las tiras de tipo Ni y de tipo F&, res-
pectivamente, de la oblea 22 en la capa 36 de tipo P hasta
una profundidad de al menos una longitud de difusién.:ba lon-
gitud de difusién es la distancia lineal en la que =as la
concentracién de los portadores de carga, debido a s recom-
binacién, a 1/e de su valor original siendo e la base de los
logaritmos naturales., ELl tiempo, la temperatura y la presién
de esta operacifn de unifn por fusidn se ajustan de modo que
se obtenga una difusidn hacia afuera ss decir, una elimina-
cién de impurezas) desde las tiras de tipo P & y de tipo N&
de la oblea 22 para producir una anchura de base deseada y
para mover la unién de emisor en al menos una longitud de di-
fusién apartindola de la cara intermedia original entre las
obleas 22 y 30. La difusifn hacia afuera o difusidén inversa
desde las tiras de tipo Ni iforma las uniones PN 40 con la
capa 36 del tipo P o al menos una longitud de difusidn de
la cara intermedia entre las obleas y la difusién hacia afue-
ra desde la tira de tipo PL tiende a reducir la resistencia
de extensién de base en la capa 36 de tipo P. Este procedi-
miento reduce la posible interxferencia de las imperfeccio-
nes de los cristales de la cara intermedia con el funcio-
namiento del transistor. 5i las coniiciones para producir la
difusifn de &tomos de donadores y de aceptadores desde las
tiras de tipo N! y de tipo PL en la capa 36 de tipo P no son
compatibles con las condiciones para unir entre sf por fu-

sién las obleas 22 y 30, puede efectuarse una operacifn adi-
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cional de difusién independientemente en un horno de difusién
normal a continuacién de la operacién de unién por fusién de
una menera bien conocida en la técnica,

Cuando las obleas 22 y 3Y son de silicio, pueden unirse
entre s{ por fusifn y formarse las uniones PN 40 bajo urnuo pre-
sién comprendida entre 35 y 7u0 kg/cm2 y una temperatura =om-~
prendida entre 10002C y 13002C aplicadas durante un tiempo com-
prendido entre un minuto y varias horas. Luando las obleas
22 y 30 son de germanio o de arseniuro de galio, el marygen de
temperatura de calentamiento est& comprendido entre 70020 y
9p0eC, permaneciendo el resto de las condiciones sustancial-
mente iguales que para el silicio.

En el estratificado 42 unido por fusifn, gue comprende
las obleas 22 y 3V unidas por fusién, las tiras 28 de tipe N&,
las tiras 29 de tipo Pi y la caja 32 de tipoc Nl comprenden can-
tactos de emisor, de base y de colector, respeétivamenta, de
un transistor PNP del tipo de difusién. “ungue sclamrnte son
necesarios una tira de tipo NX y una tira de tipo PL para for-
mar los contactos de base y de emisor de un transistor incepen-
diente del tipo de difusién, siendo la capa 32 de tipo N& un
contacto de colector comln a todos los transistores del tipo
de difusién, es deseable usualmente producri transistores de di-
fusién en los. que estd conectada en comln una pluralidad de ti-
ras de tipo N! para formar un contacto de emisor combinado y
en los que estd conectada en comiin una pluralidad de tiras de ti-
po PL para proporcionar un contacto de base combinado. Con es-
ta disposicién, un transistor del tipo de difusién tiene una
capacidad de conduccién de corriente mayor que la que es posi-
ble con solo una tira @inica de tipo Ni y una tira dnica de ti-

po PL para sus respectivos contactos de emisor y de base. Asf{,
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puede formarse una pluralidad de transistores individuales
del tipo de difusién a partir de estratificado 42 unideo por
fusidn con una serie de depresiones espaciadas y paralelas
44 dispuestas en esencia perpendicularmente a otira sevié de
depresiones paralelas y espaciadas 46 como se representa en
la figura 7. Las depresiones 44 y 46 pasan enteramente =
través de la oblea 22 y penetran considerablemente en 'la
oblea 3U. Las depresiones 44 y dé‘puaden formarse por ope-
raciones de mecanizacifn, corte de sierra o ultrasénicas
bien conocidas en la técnica.

Las mesas existentes en el estratificado 42 unido por
fusidn (figura T) y definidas por las depresiones 44 y 46
comprenden, por ejemplo, unos transistores 50,52,54 y S6
del tipo de difusién, en los que una pluralidad de tiras de
tipo N& y de tiras de tipo PL estaré conectada en comdn para
formar los contactos de emisor y de base, respectivamente de
los transistores del tipo de difusién, siendo la capa de ti-
po N un electrodo colector comln a todos los transistores
del tipo de difusifn asf formados.

El estratificado 42 unido por fusifn es atacado quimi-
camente en cualquier solucién de ataque quimico adecuado y
luego es oxidado por uno cualquiera de los métodos de oxida=-
cién antes mencionados, haciendo asf{ pasivas las partes dese
cubiertas de las uniones de colector y de emisor.

“e dispone ahora un material aislante y pasivador en
las depresiones 44 y 46, Esto se logra poniendo una oblea de
vidrio adecuadi ST (figura TH), tal como un vidrio de sili-
cato alumfnico-célcica sobre la superficie superior 28 del
estratificado ranurado y unido por fusidén 42 y calentando,

por ejemplo, en un harno de induccién (no mostrado) hasta el

- 10 -
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punto de reblandacimianéo del vidrio 57, al tiempo que se ha-
ce presidn contra este (ltimo dentro de las depresiones 44

y 46 (figura 8). Las superficies superior e inferior 28 y

58 del estratificado 42 unido por fusifin son ahora pulidas.
La superficie 58 es pulida hasta una profundidad por oebajo
del fondo de las depresiones 44 y 46 de modo que los transis-
tores 50,52,54 y 56 queden completamente aislados entxe si
por el vidrio 57, como se ilustra en la figura 8,

Las tiras de tipo P&, las tiras de tipo NL y la capa de
tipo N! gon metalizadas para proporcionar medios con Jos que
pueden hacerse f&cil y convenientemente conexiones eléctri-
cas. “sto se consigue sumergiendo convenientemente el estra-
tificado vitrificadeo y unido por fusifn 6U, mostrado esn la
figura 8, en un baflo de niquelado por inmersidn. Este Gltimo
bafio es preferiblemenfe del tipo en el que el nquel forma
un chapeado sobre las tiras de tipo N& y las tiras de tipo
PL y la capa de tipo N& cuando el estratificado vitrificado
y unido por fusifn 60 es sumergido en la solucién. Tales
soluciones de niquelado por inmersi&n son bien conocidas en
la técnica. En el proceso de niquelado por inmersién, se
forma un chapeado de nfquel sobre el material semiconductox
Gnicamente, no adhiriéndose nfquel al difxido de silicio 26
entre las tiras de tipo Py y de tipa N&, El estratificado
vitrificado y unido por fusifn 60 es sumergido seguidaments
en un material de soldadura blanda para obtener un recubri-
miento de soldadura sobre el niquelado. Otros métodos, ta-
les como los métodos de evaporacifin de metal, pueden ser
utilizados también para chapear contactos de los transisto-
res del tipo de difusidn, perxo se prefiere el método de ni-
quelado por inmersién debido a que evita el uso de procedi-

mientos de enmarcaramient8.

- ll
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Ahora pueden separarse unos de otros los trangistores
individuales del tipo de difusién, tales como los transis-
tores 50,52, 54 y 56 del tipo de difusifn, cortando el vi-
drio S7 hasta las lfneas de trazos 62,64, 66 y 68, por
ejempla.

Haciendo ahora referencia a las figuras 9, 1% y 11,
est§ representado en ellas un transistor 56 del tipo de di-
fusién, en el que todas las tira; de tipo PY est&n conecta-
das por nervios paralelaos 70 en un evacuador metélico 72
del calor de base. “1 evacuador de calor puede ser una grue-
sa chapa de cobre y puede estar conectado a las tiras de
tipo PL por medio de soldadura blanda para comprender el
terminal de base del transistor 56 del tipo de difusién, co-
mo se ilustra en la figura 10, Las tiras de tipo Ni del
transistor 56 del tipo de difusién estén soldadas a unos
nervios 74 de un evacuador 76 de calor de emisor para for-
mar un terminal de emisor comln y para disipar celor. La
capa de tipo NX estd scldada a un evacuador 78 de calor
de colector, comg se ilustra en las figuras 10U y 11,

De la descripcién procedente se desprenderd que se ha
creado un nuevo transistor del tipo de difusifn y un méto-
do mejorado de hacerlo. El1 transistor de difusién es muy
adecuado para aplicaciones de gran potencia debido a que los
evacuadores de calor pueden aplicarse a lados opuestos del
mismo, proporcienando con ellec una excelente disipacién del
calor de los terminales, Asimismo, las obleas componentes
del transistor de difusifn tienen sustancialmente el mismo
coeficiente de dilatacién, lo que da estabilidad estructu-
ral 2l transistor a altas temperaturas de trabajo. Los transis-

tores de difusién tienen una resistencia de dispersién de ba-

-12 -
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se, Rbb’ muy baja debido s la unifn por fusifn de la base de
tipo P y a la proximidad del contacto de base dl contacto
de emisor. Esta resistencia de dispersidn de base viene de-
terminada por el gruesa de la capa de éxido de silicio-entre
las tiras de tipo Nl y de tipo PL, y este grueso puedz cer una
fraccifn de una micra, dando por resultado transistores capa-
ces de proporcionar sefiales de alta frecuencia., Los transisto-
res de difusifn son herméticamznte cerrados por vitrificacién
son muy robustos y se hacen con ayuda de un sencillo procedi-
miento que no requiere operaciones de unifn por termocompre-
sifin litécnicas fotolitogrificas.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en Es-
tados Unidos de Américael 29 de Junio de 1.965 n® 467.885, se
acoge a los beneficios del Art? 51 del vigente Estatuto sobre

Propiedad Industrial,

N O T A

Los puntos de invencién propia y nueva que se presen=~
tan para que sean objeto de esta solicitud de patente de in =
vencibn en Espafa por VEINTE afos son los siguientes?

l.~Un dispositivo semiconductor, caracterizado porque
comprende un cuerpo de material semiconductor que incluye das
capas de tipos de conductividad mutuamente opuestos, siendo
una superficie de una de dichas capas sustancialmente plana y
constituyendo una superficie mayor o principal de dicho cuer-

po, upa regién de tipo de conductividad opuesto al de dicha

- 13 -
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primera capa dispuesta en dicha superficie y que ocupa dni-
camente una parte limitada de la misma, uncs primercs me -
dios de electrode que comprenden una primera tira de mate~-
rial semiconductor muy conductivo del mismo tipo de conducti-
vidad que el de dicha regifn unida por fusién a dicha regién
y que se extiende transversalmente a dicha superfiéie, y
unos segundos medios de electrodo que comprenden otra tira
de material semiconductor muy conductive de tipo de conduc-
tividad opuesto al de dicha regifn, estratificada ccn di-
cha primera tira y con un material aislante y unide por fu-
sién a dicha superficie fuera de dicha regibn,

2e= Un dispositive semiconductor segln la reivindica-
cifn 1, caracterizado ademés porque dichos tipos de conduc-
tividad mutuamente opusstos Son capas de colector y de base
que forman entre ellas una unién PN, y dicha regién de ti-
po de conductividad opuesto al de dicha capa de base es una
regifn de emisor,

Je~ Un dispositivo semiconductor segfin la reivindica-
cién 1, caracterizado porque es un transistor que compren-
de: una primera oblea que comprende capas de material semi-
conductor de tipa N y de tipo P, una segunda oblea que com-
prende tiras alternadas de material semiconductor de tipo
Nt y de tipo PL, estando dichas tiras unidas entre sf por
un material eléctricamente aislaﬁte, estando una superfi-
cie mayor o principal de dicha primera oblea que comprende
una superficie mayor de dicha capa de tipo P, unida por fu-
sifn a una superficie mayor de dicha segunda oblea, estan=
do difundidos &tomos de aceptadores y de donadores de dichzs
tiras y de tipo PL y de tipo N2, respectivamente, en dicha

capa de tipo P hasta una profundidad igual a al menos una
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longitud de difusién, comprendiendo dichas tiras de tipo N&
y dichas tiras de tipo P! los contactos de emisor y de base,
respectivamente, de dicho transistaor,.

4,~ Un disposiiive semiconductur segln la reivindica-
cifn 1, caracterizado ademfs todavfa porque es un transis-
tor que comprende una primera oblea gue comprende fapas de
material semiconductor de tipo P y de tipo N, una segunda
oblea que comprende tiras aliernadas de material semiconduce
tor de tipo P4 y de tipo N, estando dichas tiras unidas en-
tri si por un material eléctricamente aislante, estando una
superficie mayor de dicha primera oblea que comprende una
superiicie mayor de dicha capa de tipo N, unida por fusién
a una superficie mayor de dicha segunda oblea, estando di-
fubhdidos 4tomos de aceptadores y de donadores de dichas ti-
ras de tipo PL y de tipa NL en dicha cape de tipo N hasta
una profundidad igual o al menos una longitud de difusién,
comprendiendo dichas tiras de tipo Nt y de tipo P! los con-
tactos de emisor y de base, respectivamenie, de dicho tran-
sistor.

S.= Un dispositivo semiconductor segln la reivindica=
cifn 1, caracterizado ademés todavia porque es un transis-
tor del tipo de difusifn que comprende® dos obleas unidas en-
tre sf por fusidn, comprendiendo una de dichas obleas tiras
alternadas de silicio de tipo PL y de tipo Ni unidas entre
sf por difxido de silicio y aisladas unas de otras, compren=
diendo la otra de dichas obleas capas de tipo N&, de tipo N
y de tipo P de silicio en el orden citado, difundiéndose
Stomos de donadores desde dichas tiras de tipa N& en dicha
capa de tipo P y formando en ella uniones PN, comprendiendo

al menos una de dichas tiras de tipo N& y una parte de dicha
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tor, respectivamente, de dicho transister, y estando la peri-
feria de dichas obleas enire sus superficies mayores circuns-
dada por un material aislante.

6+~ Un dispositivo semiconductor segfin la reivindicacién
5, caracterizado ademés todavfa porque la otra de diches obleas
comprende capas de tipo PL, de tipo P y de tipo N de siiicie
en el orden citado, porque &tomos de aceptadores procedentes
de dichas tiras de tipo PL se difunden en dicha capa de tipo N
y forman en ella uniones PN, porque &tomos de donadores proce-
dentes de dichas tiras de tipo N& se difunden en dicha capa de
tipo N, y porque al menos una de dichas tiras de tipo PL', una
de dichas tiras de tipo NI y una parte de dicha.capa de tipe Pi
comprenden los terminales .e emisor, de base y de colector,
respectivamente, de dicho transistor.

7.~ Un dispositivo semiconductor segfn la reivindicacidén
S, caracterizado adem&s porque un evacuador de calor de emi-
sor, que comprende un metal, estd conectado eléctricamente a
dichas tiras de tipo N un evacuador de calor de base, que com-
prende un metal, est& conectado eléctricamente, a dichas tiras
de tipo PL y un evacuador de calor de colector esté conectado
eléctricamente a dicha capa de tipo N, comprendiendo dicho
evacuador de calor de emispr, dicho evacuador de calor de ba-
se y dicho evacuador de calor de colector los terminales de
emisor, de base y de colector, respectivamente, de dicho tran-
sistor,.

Be-Un dispositivo semiconductor segdn la reivindicacidn
6, caracterizado porque un evacuador de calor de emisor, que
comprende un metal, esté eléctricamente conectado a dichas

tiras de tipo Pl, un evacuador de calor de base, que comprende

-l6-
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un metal, esté eléctricamente conectado a dichas tiras de tipo N-t
y un evacuador de calor de colector esté eléctricamente conectado & ai
cha capa de tipo P.

9o~ Un dispositivo semiconductors

Tal y como se ha descrito en la lemoria que antecede, re
presentado en los dibujos que se acompaiian y con los fines que se han
especificado,

Esta Memoria consta de diez y siete hojas escritas a mé-
quina por wn& sola carée

Kadrid, 24 ool
Po Ae




RADIO CORFORMAN PO AMERTOA  1/T3T

29
=y
gg‘% —
A2 . &

2628 g

L' 2~ & 38
RBAHE Vi P N

5

ﬂ- YT T 'ze

L8 % |
3 o I g3 40 L 40

A4

=AMV ~44

Yl

5 #4
{ iz-\.’
i
: .
. ) A

E/
) 4
i

S 3 : é Nt PRy -

i 34 32 46 £6 46 55’
)
l
1 L N P

e’

N A S e A T ™K, e MT -

Sk aabie D EET TR SR



RADIO CORTORA MI o ALY T\,;L

WA s g e ey

T T YT T e S A A

325

s

57~/ 7
e
7 2, —
/‘ ' 44
s SRISIRR] RRRIEER 14
- ' N+ p
587 4 s 46

/

RERAN

4

dils.lilx LR

Ml/ /

/

L]

‘w e

e PRPTNLY




RATIO GORPORATIONpff AMPRICA

T

e —

___Zi’z_‘q./ 0.

70
/ 7,
_5,;, N ‘fif
‘\\ -_; ' /76 i\

\\\\\\\\\\\\\\\

q'r """""""" eI
ot | |
REiunii
I A R '__?.
||l{||l,|l': —-T
A R PR V'
\‘ | L ] I/ I 78
Nariiiinig=T
I | | |
R R R A By
2 I B i 70
[
|

\}‘&
\V

ﬁ%&"’ ’«“«Kz’@\
7

AL LE LS




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



